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SOIダイオード型非冷却赤外線センサに用いる
ドライマイクロマシニングプロセス 中木義幸＊

秦　久敏＊＊

要　旨

赤外線イメージセンサは，物体が放射する熱エネルギー

である赤外線を二次元に配列された画素アレーで検知して

映像化している。そのため，このセンサを内蔵した赤外線

カメラでは照明がなくても撮影が可能であり，昼夜を問わ

ず監視用途等で利用されている。従来の量子型センサでは

冷凍機による素子の冷却が必要であったが，これに代わる

非冷却型赤外線センサの出現により，カメラの小型化・低

コスト化が可能となり，多種多様な赤外線イメージング応

用分野への展開が期待されている。

筆者らは，これまでSOI（Silicon On Insulator）ダイオー

ドを検知部に用いた新しい非冷却赤外線センサを開発して

きた。このセンサは読み出し回路を含むほとんどすべてが

シリコンラインで作製されるため，低コストで高い生産性

を持っている。非冷却赤外線センサでは赤外線を画素の温

度変化として検出するため，画素を基板から熱的に分離さ

せた断熱構造とすることが必要である。今回，SOIダイオ

ードセンサの均一な断熱構造を実現するための表面／バル

ク複合型の新規なマイクロマシニング技術を開発した。こ

れにより，作製したセンサアレーは各画素の高い均一性と

良好な断熱特性を備え，また，衝撃試験や温度サイクル試

験に対しても問題なく高い信頼性を持っていることを確認

した。画素ピッチ40µm，画素数320×240のセンサアレー

において，温度分解能0.12Kを実現している。
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非冷却赤外線カメラに内蔵されている赤外線センサは，検知部を基板から熱的に分離した構造とする必要がある。この構造を実現する新規の
マイクロマシニング技術を開発し，高生産性を得た。また，検出部にはSOIダイオードを使用しているためシリコンラインで作製可能であり，
低コスト化にも有利である。画素ピッチ40µm，画素数 320×240のセンサアレーで温度分解能0.12Kの性能を実現している。
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